TECHNOSUP

Les FILIERES TECHNOLOGIQUES des ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS
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La collection TECHNOSUP dirigée par Claude Chéze est une sélection d'ouvrages dans
toutes les disciplines, pour les filieres technologiques des enseignements supérieurs.

Niveau A Approche (éléments, résumés ou travaux dirigés) [Initiation, mise a niveau
Niveau B Bases (cours avec exercices et problémes résolus) IUP - IUT - BTS
Niveau C Compléments (approfondissement, spécialisation) Ecoles d'ingénieurs, Maitrise

L’ouvrage : niveau B (Licence)

Les circuits intégrés de 1'électronique numérique, omniprésents dans
notre environnement, sont construits a partir d’un nombre restreint de
composants élémentaires.
Ce volume décrit d’abord la scéne commune a tous ces composants
(schéma de bandes électroniques) et les acteurs (électrons de valence) qui
s’y manifestent sous la forme d’excitations (électrons, trous).
Puis il étudie le fonctionnement et la modélisation des composants en
faisant certains choix propres a rendre compte de la réalité industrielle
actuelle : études paralleles de la jonction p-n et du contact métal/semi-
conducteur, traitement du transistor MOS avant le bipolaire, place
appréciable donnée a I'injection forte, sans négliger les hétérojonctions.
Enfin sont présentées les méthodes de fabrication, les évolutions et les
perspectives.
L’ouvrage trés précis et trés documenté se caractérise par un contact
étroit avec la réalité actuelle,
Il s’inscrit dans un traité complet d’électronique avec deux autres
ouvrages des mémes auteurs parus dans la méme collection et traitant

* en amont, de la physique pour I’électronique (état quantique, onde

électronique, statistique de Fermi)
* et en aval, des circuits spécialisés et des applications.

Les auteurs :

Alain Deville, agrégé de physique, est Professeur émérite de I'Université de Provence
ou il a participé a la création et au développement de la filiére électronique.
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